zadání 12

Použití unipolárního tranzistoru 

1. Se dvěma tranzistory sestavte buňku statické paměti RAM a ověřte její činnost.  (například podle http://artemis.osu.cz/POLPO/07/08a_Pameti.pdf )  Tento bod nelze vynechat.
až sem za  4 

2. Ve změřených charakteristikách  z labor.č. 11  si zvolte pracovní bod  a podle něj  s tranzistorem sestavte zesilovač v zapojení SS (to je víceméně SE, E odpovídá S), tak, aby zesiloval 15x. Pracovní bod nastavte emitorovým odporem a děličem v G. Vstupní odpor zesilovače má být co největší.  Změřte zesílení , stejnosměrný  proud ID,  napětí  UDS . Minimální kmitočet je 100Hz. 

až sem za 3

3. Upravte zesilovač podle bodu 1 tak, aby zesiloval co nejvíce. Změřte jeho zesílení a minimální kmitočet.

až sem za 2

4. Se dvěma tranzistory sestavte astabilní multivibrátor s periodou asi 5 sec a se střídou impulzů 1:4. Ko kolektorů si dejte LED, abyste mohli pozorovat jeho činnost.

až sem za 1

Poznámky

ad 1

Buňku paměti RAM najdete například na 

http://artemis.osu.cz/POLPO/07/08a_Pameti.pdf
zde je nakreslena buňka RAM, tak, jak je ve skutečnosti realizována. Místo horních tranzistorů si tam dáte vhodné odpory. Dále si do kolektorů dejte LED, abyste viděli, jak to pracuje.  Pokud jste si našli uvedené URL, najděte obrázek „Realizace jedné buňky SRAM v technologii MOS“ , místo T5 a T6 dejte odpor, s ním do série LED, vynechte T1, T2. Stav buňky se přepíná tím, že na kolektor vnutíte 0V – tedy ho na okamžik zkratujete se zemí (to se v opravdové paměti děle pomocí T1, T2.  Vidíme, že tranzistory T4 a T5  tvoří krásný ……,  jehož činnost už známe.   Tento bod nelze přeskočit, požaduji, abyste si všichni postavili buňku RAM. To je zároveň látka do DI.

Velikost odporů zvolíte tak, aby vám tranzistory neshořely a věc yároveň fungovala, podívejte se na odpovídající zapojení s bipolárními tranzistory.

Dokument z adresy  http://artemis.osu.cz/POLPO/07/08a_Pameti.pdf
zároveň použijete pro DI a samostatně si nastudujete  vnitřní struktury pamětí.

ad 2

Sestavení zesilovače je hračka. Zesílení určuje poměr …….., stejnosměrný pracovní bod se nastaví velmi podobně jako u bipolárního tranzistoru (lab8). Pouze napětí UGS není 0,7V jako u bipolárního tranzistoru, ale je to to napětí, které si přečtete z charakteristik.  Protože proud IG je malý/velký,  budou odpory v děliči malé/velké  a tím pádem vstupní odpor může být malý/velký a vypočte se jako …… . Vazební kondenzátor na vstupu se vypočte podle …… a bude tedy podstatně menší/větší než u zesilocvače s bipolárním tranzistorem. 

nehodící se deletujte 

ad 3

Zesílení zvětšíme stejně jako u bipolárního tranzistoru tím, že  ….. . K tomuto bodu si ještě jednou přečtěte lab8, bod poznámky, platí totéž.

ad 4 

Astabilní multivibrátor postavíme úplně stejně jako u bipolárních tranzistorů. Opět je nutno volit odpory tak, aby tranzistory byly v saturaci. Do G  dáme pro tento účel velký/malý odpor, protože proud IG je  velký/malý  Oproti bipolárnímu tranzistoru tak vycházejí hodnoty kondenzátorů podstatně menší/větší.    

Co budete mít připraveno

Schémata zapojení pro každý bod, budete mít předem vypočtené hodnoty odporů a kondenzátorů.  

Bude popsán postup měření, zapojování a oživování.

Tato domácí příprava bude učitelem před začátkem měření zkontrolována a oznámkována. Každý student bude mít své vlastní výpočty, svou vlastní písemnou přípravu. Skupina, která má laboratoře před polednem, předloží přípravu na teoretické hodině  (3. hod.). 

Referát  bude mít úvod, schémata,   vše řádně popsáno, příklady výpočtu, závěr !  

Dále bude v referátu podrobně popsán výpočet jednotlivých prvků multivibrátoru a zesilovače, tak abyste podle tohoto svého referátu mohli v budoucnu multivibrátor nebo zesilovač  navrhnout.  Dále porovnáte mezi sebou zapojení obou obvodů s bipolárním a unipolárním tranzistorem (hodnoty součástek, parametry, jak se to oživuje ….. . 

Podívejte se do loňských požadavků a udělejte to pořádně. Bude tam souvislý text s českými větami, ne výkřiky do tmy !

